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 4444 ازازازاز 1111 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

   ....اين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استاين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استاين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استاين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته است: : ))رهره((خمينيخميني    امامامام

  

  

 است؟  سانتي متر مربع چند 1.5*1.5با ابعاد  dieسانتي متر تعداد  20در ويفري به قطر . 1

   100. د       150. ج   107. ب  170. الف  

 درست است؟گزينه  كدام . 2

  .كند پيدا مي كاهش dieباروري با افزايش اندازه . الف  

  .كند افزايش پيدا مي dieباروري با افزايش اندازه  .ب  

  .ماند تقريبا ثابت مي dieباروري با افزايش اندازه  . ج  

  .مستقل است dieباروري از اندازه  . د  

 شود؟ به سطح گيت استفاده مي RTLاز كدام ابزار براي تبديل نمايش  ASICدر جريان ابزار . 3

  بازبيني . د  مسيردهي .ج  سنتز منطقي .ب  يشبيه ساز .الف  

با توجه به اينكه. 4
pn

µµ اي نسبت به هم داشته باشند تا  بايد چه رابطه p و  nكانال  mosfetعرض نسبي دو . است =5.2

  ها يكسان باشد؟  پارامتر رسانايي انتقالي آن

  Wn=Wp . د     Wp=0.25Wn. ج   Wn=4Wp .ب     0.4Wp=Wn .الف  

 داشته باشد؟ nكانال  MOSFETعملكرد مشابه  pكانال  MOSFETچقدر باشد تا  W/Lنسبت  سوال قبل،در . 5

  20 . د     50 .ج   5 .ب  0.02 . الف  

K'n=50µA/V: داريم ICدر فرآيند ساخت . 6
  يستوري به ترانزاست، ميخواهيم  VDS=VGS=VDD=5Vدر كاربردي كه  VTH=1Vو  2

 بايد باشد؟ µmعرض كانال چند . بسازيم 0.8maدرين  با جريان 2µmطول  

  2 . د  4 .ج  8 .ب  1.5 .الف  

و  VGS=-1V  كند جريان درين به ازاي در ناحيه تريودي كار مي  VDS=0.1Vتخليه اي كه با  nMOSبراي يك ترانزيستور . 7

VGS=+1V   1به ترتيبma  3وma ولتاژ آستانه اين ترانزيستور چقدر است؟ .است 

  0.95v- . د   2.05v- .ج  0.8v- .ب    3.4v+ .لفا  

خواهد بداند در مقابل كاهش ولتاژ آستانه به اندازه  طراح مدار مي 0.4vداراي ولتاژ آستانه  nMOSبراي يك ترانزيستور . 8

100mv  جريان نشتي زير آستانه در دماي اطاق با فرض ،VGS=0 چند برابر خواهد شد؟  )n=1.4( 

  1 . د  1.27 .ج   15.6 .ب   8.2 .الف  
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 4444 ازازازاز 2222 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

  

K'n=81µA/Vو  Wp=5.4µmو  Wn=1.8µmو  Ln=Lp=1.2µm: فرض كنيد 11تا  9در تستهاي 
و  2

k'p=27µA/V
 =VTH,p|=0.75V VTH,n|و VDD=5vو  2

 نقطه آستانه اين وارونگر چه ولتاژي دارد؟. 9

  0.5 . د   2.5 .ج  2.97 .ب  2.03 .الف  

 بايد باشند؟ mµبه ترتيب چند  Wnو  Wpتجاوز نكند،  60psاز  0.05pfبه ازاي بار اگر بخواهيم تاخير انتشار وارونگر .10

  3و   11 . د       3.92و   11.8 .ج         3.95و  11.8 .ب   3.95و  9.87 .الف  

شيده ولت ك 5ماكزيمم جرياني كه طي تغيير حالت از  منبع تغذيه  ذكر شده در توضيحات بالا،براي وارونگري با مشخصات . 11

 آمپر است؟شود چند ميلي مي

  1 . د   0.5  .ج   0.19 . ب  0.65 . الف  

با ضريب يكسان كاهش در هر دو ترانزيستور ، بر حاشيه نويز چه  nو   pهاي  MOSFETكاهش طول كانال  CMOSدر گيت . 12

 تاثيري دارد؟

                 .كند كاهش پيدا مي .ب           .كند  افزايش پيدا مي. الف  

  .ماند ثابت مي . د               .مستقل از طول كانال است. ج   

 ؟كند تغييري مي،  حاشيه نويز چه  CMOSبا دو برابر كردن پهناي همگي ترانزيستورها در گيت ايستاي . 13

  .شود  مي چهار برابر . د  .ماند   مي  بدون تغيير. ج  .شود مي  نصف .ب  .شود ميبرابر 2 .الف  

كدام .باشند CMOSورودي گيت هاي  Dو  Cو  Bو   Aتابع بولين شبكه پايين بر و  Gتابع منطقي شبكه بالابر ،  Fنيد فرض ك. 14

 گزينه درست است؟

  G(A,B,C,D)' =F(A,B,C,D) .ب   G(A,B,C,D)=F(A,B,C,D) .الف  

  G(A,B,C,D)'=F(A',B',C',D') . د                              G(A',B',C',D')=F(A',B',C',D') .ج  

  كدام گزينه درست است؟ .15

  .باشد هدايت انتقالي در دوقطبي ها مستقل از دما مي .الف  

  .ها به مساحت كمتري نياز دارند   در مقايسه با دو قطبي CMOSترانزيستورهاي . ب  

  تر از زمين مي رسد ، ولتاژ كه سطح ولتاژ سورس به بالا  متصل به زمين هنگامي  pدر چاه  nMOSبراي يك ترانزيستور   .ج  

  .كند آستانه شروع به كاهش مي  

  .استفاده كرد CMOSمي توان دقيقا از همان فرآيند ساخت  BiCMOSبراي ساخت مدارهاي  . د  
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 4444 ازازازاز 3333 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

  

  براي پياده سازي نقشه كارنو زير حداقل به چند ترانزيستور در شبكه پايين بر نياز داريم؟ .16

1  0  A 

BC 

1 0 00 

0 1 01 

0 0 10 

0 0 11 

  

  5 . د  16 .ج   8  .ب  9 .الف  

  معادل كدام روش نگاشت نگاري زير است؟  F(A,B.C.D,E,F)=AB+CD+EFتابع منطقي  .17

  AOI311 . د   AO232 . ج  OAI222 .ب                  AOI222 .الف  

  معادل كدام روش نگاشت نگاري زير است؟  F(A,B.C.D,E)=(A+B+C)DEتابع منطقي  .18

  OA333 . د   AO232 .ج     OAI311. ب  OAI32  .الف

  معادل چيست؟F)+E+C)(D+B+(A=F  تابع  .19

  AO33 . د                         OA33   . ج                       AOI33 . ب OAII32. الف  

  كدام گزينه درست است؟ .20

  .كنند ه سازي ميرا پياد NANDهاي متصل شده به شكل سري تابع  NFET .الف  

  .كنند  را پياده سازي مي NORهاي متصل شده به شكل سري تابع  PFET .ب  

  .كنند را پياده سازي مي NANDهاي متصل شده به شكل موازي تابع  PFET .ج  

  .دنباش همه موارد فوق صحيح مي. د  

  درست است؟گزينه كدام  .21

  .كمتري دارد دهي ترانزيستور با پهناي بيشتر قابليت جريان .الف  

  .ظرفيت خازني كمتري دارد خودش، تر در گيت  ترانزيستور پهن .ب  

  .دهد نشان مي خودشتر مقاومت بيشتري را در مدل ترانزيستوري از  ترانزيستور پهن .ج  

  .كه كمترين اندازه ممكن براي آن در نظر گرفته شده است ترانزيستوري استترانزيستور ضعيف  . د  

  توصيف كننده حداقل پهناي كانال ترانزيستور است؟ ،طراحيكدام قانون  .22

  پهناي فلز                        .ب    سيليكون پهناي پلي .الف  

  سيليكون   طول پلي . د    پهناي نفوذ        .ج   

  كدام قانون طراحي توصيف كننده حداقل طول كانال ترانزيستور است؟   .23

  سيليكون   طول پلي .ب                             سيليكون       پهناي پلي .الف  

  طول سيم فلزي . د    طول ناحيه نفوذ .ج  
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 4444 ازازازاز 4444 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

  

  درست است؟گزينه كدام . 24

  .بكار رود Pو   Nتواند براي اتصال نفوذ  يك تماس مي .الف  

  .به كار رود 2تواند براي اتصال پلي و فلز  مي VIAيك  .ب  

  .استفاده شود 1نفوذ و فلز تواند براي اتصال  يك تماس مي .ج  

  .كند اتصال پيدا مي VDDقرار گيرند كه آن نيز به  Pيا چاه   Pبايد در يك زير لايه  NMOSترانزيستورهاي  . د  

  ؟شود اين كار باعث پيشگيري از كدام يك از مشكلات زير ميمعمولا لازم است فواصل بين نماها در فاصله حداقلي قرار گيرند  .25

  تاخير زمان بندي . د  اتلاف توان. ج  اتصال باز. ب  ل كوتاهاتصا .الف  

  

  :سوالات تشريحي

2.5cmبرابر  dieاينچ و اندازه  12فرض كنيد اندازه قطر ويفري . 1
با فرض . و در هر سانتي متر مربع يك نقص داشته باشيم 2

α=3  در اين فرآيندCMOS  تعداد ،die  ها در هر ويفر و بار وريdie نمره 25/1 (. نيدرا حساب ك( 

µn=600cmبا  nMosبراي ترانزيستور . 2
2
/V.s   وCox=7*10

-8
 F/cm

2
  منحني رابطه  Vth=1Vو  L=0.2µmو  W=2µm: داريم   

ID  وVGS  وVDS نمره  5/1.(را رسم كنيد( 

 .وارونگري با بار مقاومتي و مشخصات زير را در نظر بگيريد. 3

VDD=5V , K'n=20,VTH=0.8 V, RL=200KΩ , W/L=2  

  )نمره 25/1. (و از آنجا حاشيه هاي نويز را بدست آوريد محاسبهرا  VIHو  VILو  VOHو  VOLولتاژهاي 

 )نمره 1(.پياده سازي كنيد CMOSرا با F=A(B+C)نمودار مداري تابع . 4

 )نمره 1.(مسير اولري مشترك نقشه كارنوي زير را بدست آوريد. 5

10 11 01 00  AB 

CD 

1 1 1 1 00 

0  0 0 0 01 

0 0 0 0 11 

0 0 0 1 10 
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